
SMLOUVA O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU 
VÝZKUMU A VÝVOJE A O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ 

VÝZKUMU A VÝVOJE 

Smluvní strany: 

obchodní společnost 
ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. 
se sídlem: 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
lč: 26821532 
DIČ: CZ26821 

zapsaná v soudu v Ostravě zapsaná v oddílu C, 
vložka 27652 
zastoupená: ing. Josefem Švejdou, jednatelem 
na straně jedné (dále jen "ON Semiconductor" nebo "příjemce") 

a 

Masarykova univerzita 
se sídlem: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 
IČO : 00216224 
DIČ: CZ00216224 
bankovní spojení: 
zastoupená: prof. art~nem ., rektorem Masarykovy univerzity 
na straně druhé (dále jen "MU" nebo "partner') 

(společně dále také jako "partneři' nebo "smluvní strany') 

uzavírají v rámci Výzvy Vlil programu podpory Aplikace (dále jako "program"}, 
s poskytovatelem podpory Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jako "poskytovatel") 
tuto smlouvu o účasti na řešení projektu s názvem "Výzkum a vývoj technologií výroby 
SiC krystalů a desek pro pokročilé elektronické aplikace" (dále jako "smlouva"): 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je stanovení práv a povinností partnerů při spolupráci na 
realizaci projektu s názvem "Výzkum a vývoj technologií výroby SiC krystalů a 
desek pro pokročilé elektronické aplikace " (dále jako "projekt') v rámci programu. 
Návrh projektu obsahuje detailní popis předmětu řešení projektu, časový plán řešení 
projektu, cíle projektu, jeho předpokládané výsledky a způsob ověření jejich dosažení, 
rozdělení úkolů při realizaci projektu mezi jednotlivé řešitele , úpravu práv a povinností 
partnerů i předpokládaný harmonogram prací. Předmětem smlouvy je také rozdělení 
spolupráce a veškeré ekonomické účasti na projektu obou partnerů . 
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